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外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明提供一种具有高生产率的液晶显示装置的制造方法，该液晶显示
装置具有电特性优异的可靠性高的薄膜晶体管。 在具有反向交错的薄膜
晶体管的液晶显示装置中，反向交错的薄膜晶体管形成如下：在栅电极
上形成栅绝缘膜；在栅电极上形成栅绝缘膜。 在栅极绝缘膜上形成用作
沟道形成区的微晶半导体膜。 在微晶半导体膜上形成缓冲层。 在缓冲层
上方形成一对源区和漏区。 一对源极和漏极形成为与源极和漏极区域接
触，以暴露一部分源极和漏极区域。
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